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１．概要（Summary） 

エピタキシャル成長では下地基板の配向を受け継いで

成長するため、成長前の結晶表面はパーティクル(汚れ)

などがない綺麗な状態が望ましい。今回はダイシング前

の基板にレジストを保護膜としてコートすることで、ダイシ

ング時に付着するパーティクルの低減が可能か検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター、ダイシングソー、短波長レーザー顕微

鏡[OLS-4100] 

 

【実験方法】 

2 インチのサファイア基板を用いた。スピンコーターで

ダイシング前の基板表面にレジスト AZ5214E を塗布した。

スピンコーターで 2000 rpm 10 sec 処理した（レジスト厚

みは Fig. 1のスピンカーブより 2 m程度）。レジストはホ

ットプレートで 110℃ 3 minベークした。その後、ダイ

シング・洗浄を行い、顕微鏡により基板表面の観察を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Spin curves of AZ5214E. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2にダイシング後の基板表面の光学顕微鏡像を示

す。基板上の黒い点がパーティクルであるが、(a)保護膜

ありは(b)の膜無しに比べて、パーティクルが圧倒的に少

ないことが分かる。レジスト膜がダイシング時に保護膜とし

て機能していたためと考えられる。今回の実験結果から、

ダイシング時にパーティクルの付着を防ぐために保護膜は

有用であることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

(a)With protective film     (b)Without film 

Fig. 2 Surface microscope images of sapphire wafers. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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